VLSI 2006
Fecha de entrega: 

Guia No. 1: Problemas de Layout

1. Haga el layout de un resistor de 10K utilizando: 

a. N-well

b. Difusión

c. Poly

En cada caso, diseñe los contactos como una celda aparte e incorpórelas a la celda actual. Luego, conecte las tres resistencias resultantes en serie utilizando el nivel de metal 1. En todos los casos, extraiga el circuito y verifique. 
2. Calcule la resistencia, inductancia y capacidad originada por dos líneas en metal 1, separadas la mínima distancia, de 1mm de longitud. Calcule para el caso en que una de las líneas es de metal 2 y corre por encima de la otra. Considere capacidades a sustrato también. Considere AMI 0.5µm y TSMC 0.18µm
3. Un pad metálico puede tener unas dimensiones de 100µm × 100µm de metal. Calcule la capacidad que presenta. Considere AMI 0.5µm y TSMC 0.18µm
4. [image: image1.jpg]


Un transistor se debe diseñar para circular una corriente de 10mA. Cuantas vías en paralelo se deben colocar para poder hacer pasar esta corriente del nivel de M1 a M2 ? Qué ancho deben tener las líneas ? Cuál es la resistencia equivalente del contacto, y qué caída de tensión presenta para la máxima corriente ?
5. Realice el layout de un transistor NMOS de dimensiones (10/2) y de un transistor PMOS (10/2). Extracte cada uno por separado y verifique. 

6. Dado el circuito de la figura 1 (NAND de 2 entradas), realice el layout. Extráctelo y haga el chequeo de consistencia contra el esquemático (LVS). Los transistores P son de W/L = 10( / 2( y los N de W/L = 6( / 2(. Es tecnología de 0.5(m (( = 0.3(m)

Problemas adicionales de retardo en líneas: Capítulo 4 Rabaey

Problemas: 1, 2, 3, 6, 7, 8. 
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